
 ナノミスト堆積法(多電極型静電塗布法)による低分子α-NPD薄膜 

堆積における基板温度制御効果 

Effect of substrate temperature on the surface morphology of α-NPD thin film 

deposited by nanomist deposituion (NMD) technique 
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はじめに：静電塗布(ESD)法[1,2]は、電界による溶液の静電霧化現象を利用した成膜技術であり、

簡便な装置構成で原料利用効率が高く、大面積化や積層構造への応用も期待される。しかし、有

機デバイス応用では表面モホロジーや制御性等の向上が課題であり、特に低分子材料に応用した

例は少ない[3]。我々は、通常の２電極型 ESD 法に対し、引出電極を付加した多電極型静電塗布法

をナノミスト堆積（Nanomist deposition: NMD）法[4,5]と呼称し、低分子材料を含む有機デバイス作

製への応用を検討している。今回、NMD 法を用いた低分子α-NPD 膜の成膜状態における基板温

度依存性について評価を行ったので報告する。 

実験：Fig. 1に使用した NMD 装置の概略図を示す。スプレー距離を d1、金属ノズル電位を HV1、

引出電極を HV2、基板をアースとし、有機溶液はシリンジポンプで供給した。溶液にはジクロロ

メタンと DMSO(ジメチルスルホキシド)の混合溶媒にα-NPDを 0.1 mg/mlで溶かしたものを用い

た。d1, HV1, HV2, をそれぞれ 55 mm, 4,7 kV, 2.5 kV、基板温度を 35, 40, 45, 50, 55℃のいずれかに

設定し、ITO/ガラス基板の ITO 面上に成膜したのち、光学顕微鏡像を観測した。 

結果と考察：Fig. 2に各基板温度時のα-NPD 膜の光学顕微鏡像を示す。35℃時には膜上にα-NPD

の凝集が確認できるが、40℃時には凝集が消失した。45℃時には液滴痕の周囲がリング状に盛り

上がるコーヒーステイン現象が顕在化したが、50℃時には緩和された。55℃時には表面形状の著

しい劣化が観測された。今回、NMD 法による低分子膜の成膜状態が基板温度に大きく依存するこ

とを確認し、基板温度の最適化により凝集やコーヒーステインのない成膜が示唆された。 
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Fig. 1 Schematic of NMD system       Fig. 2 Optical microscope images of α-NPD films 

deposited at various substrate temperature 
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